
 91 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรปุ 
 
 งานวิจัยฉบับนี้ไดนําเสนอการพัฒนาและออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณซายนหลายเฟสโดย
อาศัยวงจรกรองผานทุกความถ่ีลําดับหนึ่งซ่ึงใช CCCCTA เปนอุปกรณแอคทีฟหลักท่ีสามารถปรับ
ความถี่และเง่ือนไขในการกําเนิดสัญญาณไดอยางอิสระจากกันดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส โดยมี
วตัถุประสงคดังนี้ คือ 
 

 เพ่ือพัฒนาและออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณซายนแบบหลายเฟสที่สามารถควบคุมไดดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 เพ่ือวิเคราะหหาสมรรถนะของวงจรกําเนิดสัญญาณซายนแบบหลายเฟสที่ไดออกแบบ 

 เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของวงจรกําเนดิสัญญาณซายนที่ไดออกแบบไวในทางทฤษฏีกับ
การจําลองดวยโปรแกรม PSpice 

 เพ่ือทดสอบวงจรกําเนิดสัญญาณซายนแบบหลายเฟสดวยการทดลองจริง 
 
จากผลการดําเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

วงจรกําเนิดสัญญาณซายนแบบหลายเฟสที่พัฒนาขึ้นมีวงจรกรองผานความถี่ลําดับหนึ่งเปน
วงจรยอยโดยใช CCCCTA เปนอุปกรณหลัก โครงสรางของวงจรกําเนิดสัญญาณซายนหลายเฟส
ประกอบไปดวยอุปกรณ CCCCTA จํานวน 1 ตัว รวมกับตัวเก็บประจุและตัวตานทานท่ีตอลงกราวนด
อีกอยางละตัวตอสัญญาณซายน 1 เฟส วงจรที่พัฒนาขึ้นสามารถใหกําเนิดสัญญาณไดต้ังแต 2 เฟส
ขึ้นไป โดยเมื่อจํานวนเฟสของสัญญาณมีคาต้ังแต 3 เฟสข้ึนไปคาความตางเฟสของสัญญาณขางเคียง
จะมีคาเทากันและใชโครงสรางวงจรกรองผานความถี่ลําดับหนึ่งชนิดเดียวกัน นอกจากนี้แลววงจร
กําเนิดสัญญาณซายนแบบหลายเฟสมีลักษณะเดนของวงจร คือ 
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 สามารถควบคุมการทาํงานของวงจรไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 ใชตัวเก็บประจุแบบตอลงกราวนดจึงเหมาะทีจ่ะนาํไปสรางเปนวงจรรวม 

 สามารถควบคุมเง่ือนไขและความถ่ีในการกําเนิดสัญญาณไดอยางอิสระจากกนัดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส 

 ความตานทานที่เอาตพุตมีคาสูงจึงงายตอการตอคาดเคสหรือขับโหลดไดโดยตรง 

 ตองการ CCCCTA เปนอุปกรณแอกทีฟเพียง 1 ตัวตอสัญญาณหนึ่งเฟสโดยปราศจาก
วงจรขยายกระแสเพ่ิมเติม 

 ไมตองการวงจรขยายกระแสภายนอกทาํใหวงจรไมซับซอน 
ในสวนของผลการจําลองและทดสอบการทํางานของวงจรกําเนิดสัญญาณซายนหลายเฟสมี

ความสอดคลองกับท่ีไดวิเคราะหไวในทางทฤษฏี สวนคาความถี่ในการกําเนิดสัญญาณที่คา
กระแสไบแอสตางๆ นั้นยังมีคาผิดพลาดจากทฤษฎีบาง ทั้งนี้เปนผลเนื่องจากคาความไมเปนไปตาม
อุดมคติของทรานซิสเตอรที่ใชภายใน CCCCTA ซ่ึงจะมีคาความตานทานและคาตัวเก็บประจุแฝง
ตางๆ รวมอยูดวย ทําใหคาความตานทานแฝงและคาความนําถายโอน มีคาเปล่ียนแปลงไปดังที่ได
วิเคราะหสรรถนะของวงจรไวในหัวขอที่ 3.2 สวนการเปรียบเทียบคุณลักษณะของวงจรในตารางที่ 3.2 
พบวาวงจรที่พัฒนาขึ้นมีจุดเดนในหลายๆ เหนือดานกวาวงจรกําเนิดสัญญาณซายนหลายเฟสที่ไดมีผู
นําเสนอมาแลว 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
  
 5.2.1 ควรมีการสรางวงจร CCCCTA ขึ้นมาเพื่อทดสอบจริงจากมอสอารเรย (MOS array) 
เพ่ือเปรียบเทียบสรรมถนะของวงจรที่ไดจากการจําลองดวย PSpice กับการทดลองจริง 
 5.2.2 โครงภายในของ CCCCTA ควรออกแบบดวยวงจรพ้ืนฐานสรรถนะสูง เชน วงจรสะทอน
กระแส อาจใชวงจรสะทอนกระแสแบบวิลสันหรือแบบคาสเคด เพ่ือลดปญหาดานกระแสออฟเซ็ตขา
ออกและอัตราการสงผานกระแสจากขาเขาไปยังขาออก 
 5.2.3 โครงสรางของวงจรกรองผานทุกความถี่ลําดับหนึ่งซ่ึงเปนวงจรหลักในการพัฒนาเปน
วงจรกําเนิดสัญญาณซายนแบบหลายเฟสควรพัฒนาใหไมตองใชตัวตานทานภายนอก 
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